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Abstract / V;. \'%! 





A chip-type electrical component comprises a metallic resistance layer (2) on a plastic film (1). Further metal 
layers (3, 4) are situated oh the resistance layer (2) at the contact points. The metal layers (2; 3, 4) are 
coated with a cured plastic layer (5) of approximately the same thickness as the plastic film (1 ). The 



electrical component also has external electrical contacts (Sy 7).^J 
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@ Elektrisches Bauelement in Chip-Bauweise 

Ein elektrisches Bauelement in Chip-Bauweise besteht aus 
einer metallischen Widerstandsschicht (2), die auf einer 
Kunststoffolie (1) angeordnet ist An den Kontaktstellen sind 
auf der Widerstandsschicht (2) weitere Metailschichten (3, 4) 
angeordnet. Die Metailschichten (2; 3, 4) sind von einer 
ausgeharteten Kunststoffschicht (5) uberzogen, die ungefShr 
die gleiche Dicke wie die Kunststoffolie (1) besitzt Femer 
weist das elektrische Bauelement au(3ere etektrische Kon- 
takte(6,7)auf. (3201434) 
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Patentans-prtiche 



^) Elektrisches Bauelement in Chip-Bauweise , insbesondere 
Widerstand Oder DehnungsmeBstreif en bei dem auf einer 
5 Kunststoffolie (1) metallische ¥iderstands- (2) und 

Kontaktschichten (3,4) angeordnet sind, d a d u r c h 
gekennzeichnet, daB auf den metallischen 
Schichten (2; 3,4) eine ausgehartete Lackschicht (5) 
angeordnet 1st, die etwa die gleiche Dicke wie die-.Kunst- 
10 stofiblie besitzt. 

2. Elektrisches Bauelement nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Kunststoff olie (1) 
aus Polyimid und die Lackschicht (5) aus einem photover- 

15 netzten Polyimidlack besteht. 

3. Elektrisches Bauelement nach Anspruch 1 oder 2, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Wider- 
standsschicht (2) aus NiCr besteht. 



4. Elektrisches Bauelement nach Anspruch 2 oder 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Kunst- 
stoffolie (1) und die Lackschicht (5) 25 yum stark sind. 
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5 Elektrisches Bauelement in Chip-Bauweise 

Die Erfindung betrifft ein elektrisches Bauelement in 
Chip-Bauweise, insbesondere Widerstand oder Dehnungs- 
meBstreifen, bei dem auf einer Kunststof f olie metallische 
10 Widerstands- und Kontaktschichten angeordnet sind. 

Bei der Bestiickung von Leiterplatten mit elektrischen 
Bauelementen ist es aus Rationalisierungsgriinden er- 
wiinscht, daB die verwendeten Be stuckungs automat en mog- 
15 lichst automatengerecht angepaBte drahtlose Chip-Bau- 
elemente verarbeiten, die zuin Einsatz in den Leiter- 
plattenschaltungen vorgesehen sind. 

Diese Forderung bedeutet, daB die modernen Automaten 
20 moglichst viele gleichartige Chip -Bauel erne nte , z. B, 

ubereinander gestapelt in Magazinen, so zur Leiterplatte 
und wieder zuruck bewegen, daB jeweils das oberste Bau- 
element mit den Kontakten zur Leiterplatte angeheftet 
werden kann. Alle Bauelemente miissen dabei flach sein 
25 (Stapelung) und auf der gleichen Seite mindestens Platz 
fiir zwei Kontakte und die Klebestelle besitzen. 

Neben der automatengerecht angepaBten Bauweise ist es 
fernerhin wiinschenswert, die Chip-Bauelemente kosten- 
30 gunstig im Durchlauf verf ahren herzustellen. 

Bisher war es bei der Bestiickung von Leiterplatten ublich, 
gegurtete diskrete Bauelemente zu verwenden. Zum Einbau 
mussen dabei die Drahte gebogen und gekurzt werden oder 
35 Umgurt automat en eingesetzt werden. Es ist auch bekannt 
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Chip-WiderstSnde auf Dickschichtbasis einzusetzen, jedoch 
laBt sich bei ihnen nicht das kostengiinstige Herstellungs- 
verfahren verwenden, daB bei Bauelemexrten auf Grundlage 
der Folientechnik im Durchlaufverfahren angewandt ,werden 
kann. 

Aufgabe der Brfindung 1st es, ein Chip-Bauelement auf 
Folienbasis der eingangs genannten Art anzugeben, welches 
bei ausreichender mechanischer Stabilitat automatenge- 
rech-t aufgebaut ist und kostengiinstig hergestellt werden 
kann. 

Diese Aufgabe wird erf indungsgemafl dadurch gelost, daB 
auf den metallischen Schichten eine ausgehartete Lack- 
schicht angeordnet ist, die etwa die gleiche Dicke wie 
die Kunststoffolie besitzt. 

Vorteilhafte Ausgestaltungen des erf indungsgemSBen 
eiektrischen Bauelementes bestehen darin, daB die Kunst- 
stoffolie axis Polyimid und die Lackschicht aus einem 
photovernetztem Polyimidlack und die Widerstandsschicht 
aus NiCr bestehen. 

Mit der Erfindung wird der Vorteil erzielt, daB die 
metallische Widerstandsschicht in der Mitte zwischen zwei 
gleichartigen Kunststoff en in der neutralen Biegezone 
angeordnet ist. Es ergibt sich somit ein sehr guter 
Schutz fur die metallischen Widerstandsschichten und 
ferner verursachen Biegungen des. Chip -Bauelementes nur 
auBerst geringftigige Widerstandsanderungen (bei einem 
Biegeradius von 2 mm < 1 °/oo). 

Weitere Vorteile des Gegenstandes der Erfindung werden 
anhand eines in der Zeichnung dargestellten Ausfuhrungs- 
beispieles naher erlautert. 
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In der Figur ist dabei ein Schnittbild durch ein elek- 
trisches Bauelement in Chip-Bauweise dargestellt, welches 
den prinzipiellen Aufbau wiedergibt. Zur besseren ttber- 
sichtlichkeit sind dabei die einzelnen Schichtdicken 
nicht maBstabsgerecht dargestellt. 

Auf einer Runststoff olie 1, vorzugsweise aus Polyimid, 
befindet sich eine metallische Widerstandsschicht 2, 
vorzugsweise aus Nickelchrom, welche beispielsweise durch 
Aufdampfen oder Aufsputtern im Durchlaufverf ahren auf 
die Folie 1 aufgebracht worden ist. An den vorgesehenen 
Rontaktstellen befinden sich weitere Metallschichten 3, 
4, die vorzugsweise aus Rupf er bestehen und mit Hilf e der 
Photoatztechnik an den gewiinschten Stellen dadurch er- 
zeugt worden sind, daB eine durchgehende Metallschicht 
bis zur metallischen Widerstandsschicht 2 an den Stellen 
entfernt wurde, die nicht fur die elektrischen Kontakte 
erforderlich sind. 

Auf den metallischen Schichten 2 bzw. 3, 4 ist eine 
Runststoff schicht 5 angeordnet, die beispielsweise aus 
einem photovemetzbaren Polyimidlack hergestellt worden 
ist. Dieser Polyimidlack wird dabei in der Viskositat 
durch Variieren des LSsungsmittels- bzw. Fullstoffan- 
teils so eingestellt, daB die Schichtdicke der Runststoff- 
schicht 5 nach dem Ausharten etwa die gleich Dicke, 
beispielsweise 25 /um, wie die Grundfolie 1 aufweist. 
Dadurch wird erreicht, daB die metallische Widerstands- 
schicht 2 in der neutralen Biegezone angeordnet ist. 
Nach Ausharten der Runststoff schicht 5 werden an- 
schlieBend durch die bekannten Photoatzverf ahren in der 
Runststoff schicht 5 Rontaktanschliisse freigelegt, an 
denen metallische Rontakte 6, 7 vorzugsweise aus Zinn, 
angebracht werden. 
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Der im Ausfuhrungsbeispiel dargestellte Aufbau eines 
elektrischen Bauelements in Chip-Bauweise kann sehr 
preisgtinstig hergestellt werden. Insbesondere erhalt 
man damit Chip -Wide rstande bzw. DebnungsmeBstreif en in 
NiCr-Folientechnik, bei denen ein Abgleich durch die 
Deckschicnt 5 nindurch erfolgen kann. 

Es ist zwar moglich, eine Deckschicnt in der Weise herzu- 
stellen, daB eine mit NiCr-Cu-beschichtete und struk- 
turierte Kunststof £ olie mit einer gleichartigen Kunst- 
stoff-Deckfolie verklebt wird, jedoch darf hierbei der 
KLeber die Kontakte nicht uberdecken und die Deckfolie, 
die an den Kontaktstellen perforiert sein muB, mufl genau 
positioniert zur unteren Folie verklebt werden. 

Dieses relativ aufwendige Herstellungsverfahren wird 
durch das elektrische Bauelement gemaS der Erfindung 
wesentlich vereinfacht. 
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